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كارشناسي

عنــوان درس

كد درس/رشته تحصيلي

سري سوال تستي) : دقيقه(زمان آزمون تستي: تعداد سوالات  تشريحيتشريحي
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 سطح ماسك نياز داشته باشيم وهمچنين فرض كنيد كه هر مرحله از اين8فرض كنيد در فرايند طراحي يك تراشه  به 

ساخته مي شود كدام گزينه درست است؟98% فرايند با بارآوري 

.است81/7%  بارآوري تراشه ي ساخته شده 

.است81/7%   بارآوري تراشه ي ساخته شده بزرگتر يا مساوي 

.است9/8%  بارآوري تراشه ي ساخته شده 

.است85%  بارآوري تراشه ي ساخته شده بزرگتر يا مساوي 
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NANDNANDNANDNANDCMOSCMOSCMOSCMOS  درصورتي كه بخواهيم زمان هاي بالا رونده وپايين رونده با هم مساوي باشند پنج ورودي در يك گيت 

pn وλ2اندازه هاي ترانزيستورها چيست؟كوچكترين اندازه ترانزيستورها را برابر  µµ .فرض كنيد=2

  λ4=nMOSW
λ10=PMOSW و 

 λ5.2 
=nMOSW

 λ10  و  
=PMOSW

 λ10=nMOSW=PMOSW
 λ5 

=nMOSW
λ2=PMOSW و  
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M120  �/ �9�� >���N �� �KJ2/ E7 ��9 ��1/
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MOSFETMOSFETMOSFETMOSFETnnnn 2 با   كانال`
/50 VAk n µ= و VVTH 8.0=,20/ =LW به عنوان سوئيچ با DSVكوچك بكار مي رود .

ولتاژ كنترلي    
GS

V به ازاي     .  ولت است5تا 0   بينVV
GS

mAID  و       =5        و≈1
DS

Vچقدر است؟   

 ولت0,81 ولت8,1  ولت0,24    ولت2,4
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خازن هاي همپوشان گيت به سورس و گيت به درين هر دو صفر مي باشند؟, در كدام يك از حالات كاري ترانزيستور

اشباع- خطي اشباعقطعخطي
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CMOSCMOSCMOSCMOS در يك وارونگر          mµ6.1  =nMOSW     و   mµ4      =PMOSW   و   V3.3  = 
DDVكدام.     مي باشد

.   ولتاژ آستانه ورودي وارونگر استINVVجواب به طور تقريبي درست است؟    

V65.1〈INVVV65.1 
=INVVV65.1 

〉INVVV8.0 
=INVV

7

'���

-

....

 1�20 W�4F I �� Y�� EA�= �KJ2/ Z��-  G I �� <���N EA�= <�H�� Z��-  AI BICID 
�^ ��� ��I�I CMOS12=��   ._�10

M
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),,,(),,,( DCBAFDCBAG =),,,(),,,( DCBAFDCBAG =

),,,(),,,( DCBAFDCBAG =),,,( DCBAF=),,,( DCBAG
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 ��HI� �����!/ 1�20 W�4nMOS I pMOS12=�� ��9 ���a E� :

                                                   pMOS:EDABC       nMOS:ECDBA

M
!�7 120 �/ �9�� >���N ��1/ <�� E0 �KJ2/ Z��-

EDCBA .)..( +)).(( EDCBA +++

EDCBA ).).(( ++( ).( ).A B C D E+ +
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 (� c����d �/MOSFET �� �6��34� VVTH 1=I  2`
/1.0/ VmALWk n =  I mAI D 2.0=c�9�!� 
��=� E���� �� .
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` 2

` 2
, ,

1.2 , 1.8 , 5.4 , 81 / ,

27 / , 0.75 , 5

n p n p n

P TH n TH P DD

L L m W m W m k A V

k A V V V V V V

µ µ µ µ

µ

= = = = =
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Aµ650Aµ500Aµ186mA1
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, ,

1.2 , 1.8 , 5.4 , 81 / ,

27 / , 0.75 , 5

n p n p n

P TH n TH P DD

L L m W m W m k A V

k A V V V V V V

µ µ µ µ

µ

= = = = =
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�" E0 �����h c��30�/    

    E�ij- Z�2/ 9� 
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   k�4 EH�!/ �g�I��I ����
PHLτ ��9�d ��� ��9� E� pF05.0M
�� �1K7 

ns351.0ns121.0ns141.0ns118.0
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  �hI�d Z��-)OUT( M
!�7 ��9

A.B.C.DA+B+C+D)A+B).(C+D(A.(B+C)+D
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كدام درست است؟

NFETNFETNFETNFETNANDNANDNANDNAND . را پياده سازي مي كنند هاي متصل شده به شكل سري تابع.  الف 

PFETPFETPFETPFETNANDNANDNANDNAND . را پياده سازي مي كنندهاي متصل شده به شكل سري تابع. ب

PFETPFETPFETPFETNORNORNORNOR . را پياده سازي مي كنندهاي متصل شده به شكل موازي تابع. ج

nH� E2�3^; E2�3^o E2�3^o I ; I nH� E2�3^
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nMOSnMOSnMOSnMOSPassivePassivePassivePassive همچون) ( به همراه عناصر غيرفعالي فرض كنيد ما فقط داراي فناوري ساخت ترانزيستورهايي از نوع 

كدام گزينه درست است؟.مي خواهيم با اين مولفه ها وارونگر بسازيم.باشيم.... مقاومت وخازن و

p نيز نياز داريم ،بنا بر اين  ساخت وارونگر امكان پذير نمي باشدبراي ساخت وارونگر به ترانزيستورهاي نوع .

nMOS تخليه اي در شبكه بالابر و اتصال گيت وسورس آن به يكديگر ساخت وليمي توان وارونگر را با قرار دادن يك ترانزيستور 

highVinعيب آن اينست كه هنگامي كه   است ،=
outVدقيقا صفر ولت نمي شود .

lowVinمي توان مانند گزينه ب،وارونگر را ساخت ،ولي عيب آن اينست كه وقتي  .است،از منبع تغذيه جريان مي كشد=

p نيز نياز داريم ،بنا بر اين  ساخت وارونگر امكان پذيرمي باشدبراي ساخت وارونگر به ترانزيستورهاي نوع .
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CBACABA .... ++CBA ⊕⊕CBA ).( ⊕BCACBA .... +
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كدام قانون طراحي توصيف كننده حداقل طول كانال ترانزيستور است؟

طول سيم فلزيطول ناحيه نفوذطول پلي سيليكونپهناي پلي سيليكون
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nMOSnMOSnMOSnMOS تخليه اي ،    براي يك ترانزيستور VVALWKVV nTH
/02.0/200/,2 ,

2, ==−= λµبه ازاي   .مي باشد

VVVV DSGS 1,0 ==MOSFETMOSFETMOSFETMOSFET در چه ناحيه اي عمل مي كند وجريان درين چقدر است؟

Aµ416تريودي وAµ306تريودي وAµ416اشباع وAµ306اشباع و
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�^ (� ���� 1�20 W�4AOI��� 
�4�p �� fFkRon 10,10 Ω=1=��     .   �^�nstrise 5.0= q��= W�4  
PHLτ�rs�I    

M
�� �1K7

�,���ns�,���ns�,���ns�,���ns
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eeee كدام است؟در شكل زير سورس و درين ترانزيستور 

. درين است2 سورس و نقطه 1نقطه 

.درين است1سورس و نقطه 2نقطه 

.قابل تشخيص نيست چون سورس و درين  به وسيله ولتاژهاي آنها قابل تشخيص مي باشند

MOSFET . متقارن مي باشد را مي توان سورس يا درين ناميد چون 2يا 1هركدام از 
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كدام گزينه در مورد نمودار ميله اي صحيح مي باشد؟

. نمودار ميله اي تمام مولفه ها را  در خود دارد

.نمودار ميله اي اندازه ها و مكان دقيق ترانزيستورها ،طول و پهناي سيم ها ،مرز دقيق چاه ها را نشان نميدهد

.نمودار ميله اي براي نمايش محل نسبي و تقريبي لايه ها نسبت به يكديگر مناسب نمي باشد

.نمودار ميله اي تمام مولفه ها را  در خود نگه نمي دارد
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:فرض كنيد وارونگري داريم كه داراي  مشخصات زير است

PMOSPMOSPMOSPMOSداراي طول  ترانزيستور mµ1  و پهناي  mµ4NMOSNMOSNMOSNMOS      داراي طول   و نيز ترانزيستور  mµ1و پهناي 

mµ2pspspspspspspsps .    مي باشد300 و زمان افت  500با اندازه گيري مشخص شده است كه اين وارونگر داراي زمان خيز    .  است

pspspsps    باشند200نانچه بخواهيم زمان هاي خيز و افت هر دو با هم برابر و مساوي   .nW      و  pWچه بايد باشند؟

  t  = 
nW',    ,   = pW ',   = pW= 

nW

',  =
nWt    ,   =

pW', =
nW),  , =

pW
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)).((تابع   FEDCBAf   معادل چيست؟=++++

32OAII33AOI33OA33AO
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كدام گزينه درست است؟

BiCMOSALU ROM رجيستر فايل   راه موثري براي بهبود سرعت اين گونه,, در زير سيستم هايي ماننداستفاده از گيت هاي 

.مدارها است

BiCMOSCMOS . است آسان تر از فرايند مشابه فرايند ساخت  

BiCMOSI O . ومدارهاي محرك مناسب به نظر نمي رسد/ براي مدارهاي به كارگيري منطق 

هيچكدام
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ICICICIC داريمدر فرآيند ساخت يك     :VVVAk THn 1,/50
2, == µ    در كاربردي كهVVVV DDGSDS    است مي===5

عرض كانال چقدر بايد باشد؟. بسازيمmA8.0  با جريان درين  mµ2خواهيم ترانزيستوري به طول  

mµ5.1mµ8mµ2mµ4
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 �� !�3���- �A� �9���N ��� �9�dMOSFETv�w�- �� ���F ��A��� �I�? / ���0 �Y�� ���� I >��� _�� �� 

1���.

1-

�x��6- �Y���

',U,>��� 

براي مدار زير مقادير
HNM,

LNM,از اثر بدنه چشم پوشي كنيد.(وتوان مصرفي ايستا را محاسبه كنيد(

VV
nTH

1
,

VVو=
depTH 3

,
,2و=−

/20 VAk n µ=

2-',U,>��� 

1�20 c�� �� ��9 �KJ2/ Z��- ��1/.

)()).(( CBEDAF +++=

3-',U,>��� 

 yJ2/CMOS IBJTE!��K/ �hI�d (��x- ����hI �4�f/ ���- q ��I�I {��1./�q �H�K �� 
��1� �|� 9� ��  

1�����.

4-',U,>��� 
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